SAY40

Typ diody: dioda krzemowa

Firma: RFT I I T &
Wykonanie: dioda krzemowa planarna l%%; Y T E 4
w obudowie plastykowej, ciezar okolo i L ST, T L B 1
0,2 G (\L I $
Zastosowanie: urzadzenia m.cz, w.cz. of VT ‘ g
i cyfrowe, w szczegdlnosci jako szybki ~ 42202 —» — 1/ L
przetacznik w ukladach logicznych Aatods 82205 —=i 24201
Typy podobne: BA116 . Rys. 2-194. SAY40
WartoSci charakterystyczne®’
Up =0,50 v przy Irp = 0,1 mA
Up <0,84 v przy I = 3,0 mA
I <60 nA przy Ug =15V
Iy <300 nA przy Ugr =15V, t,,, = 45°C
Rthj-a < 0,5 °C/mW
Ciot <8 pF przy Ug =0, f= 0,5 MHz
tr <10 ns przy przelaczaniu z I = 10 mA na Uggy =6V,
przy ig =1 mA, R, = 50 Q

WartoSci graniczne®’

UR max 15 % Trsa max 1003 ] mA
Urw max 20 v Piot max 1500 mW
IF max 20 mA 1j max 125 ‘ °C
Tewm max 40 | mA - ~5545125 | =C

D tamp = 25°C
2) < 107,
tamb < tjmax

3 przy t < 1 s, przerwa > 2 min I :5/‘4}{44
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Rys. 2-196. Charakterystyka pradu przewo- Rys. 2-197. Zalezno§¢ catkowitej mocy strat

dzenia od temperatury otoczenia
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Rys. 2-198. Zalezno$¢ calkowitej pojemnosci Rys. 2-199. Zalezno$¢ pradu wstecznego

diody od napiecia wstecznego diody od temperatury otoczenia



